聚焦離子束/電子束雙束系統儀器簡介
	電子束規格 

	解析能力
	2nm @ 15kV SE

5nm @ 1kV SE

	加速電壓
	(SEM)  1~30kV

	電子發射源
	Thermal Field emission

	觀測倍率範圍
	(SEM) 55x to 500kx

	離子束規格 

	解析能力
	7nm guaranteed

5nm achievable

	加速電壓
	(FIB)   2~30 kV

	離子發射源
	Type: Gallium liquid metal

Life time:1000 hours

	離子束照射位置穩定性
	Beam shift spec.: mechanically <5μm, 

electrically 0.1%

	移動載台規格 

	方向軸
	At least 5-axis motorized

	移動規格

X,Y
	Repeatability 1 μm, at  0 degrees tilt

Repeatability 2 μm at 52 degrees tilt.

Travel ≧± 75 mm

	Z
	≧ 10mm

	旋轉
	360o

	傾斜
	-3 o ~ 60 o

	樣品載台
	150 mm + Stub holder 

	可用氣體
	 Insulator Deposition 

 Platinum Deposition
Tungsten Deposition
Selective Carbon Mill

Insulator Enhanced Etch

	沉積能力
	Minimum deposited line width (ion beam, Pt): 100 nm

Minimum deposited line width (e-beam, Pt) : 25 nm

	蝕刻能力
	Minimum etched trench width (I-beam, Si): 30 nm  (15 nm achieved )


